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一、首次提出军民融合、全产业链布局、行业龙头企业示范应用，一体化设
计的理念；该项目集聚了西电、西交、中国科学院国家空间中心、北京卫星制造
总厂，全产业链布局，注重从原材料到终端产品的全链条优化；强调行业龙头企
业示范应用，相关成果通过 529 样机示范；一项目追求各环节、各要素的深度融
合与协同，实现系统效能的最大化。该项目的成功实施，为我国发展宇航用抗辐
射器件国产替代积累了丰富经验。

二、首次开发了基于 SiC、GaN 材料和工艺的抗辐射加固技术和器件；相关成
果的取得标志着我国在半导体宇航用抗辐射器件领域取得了重大突破，特别是在
极端环境下的应用方面迈出了关键一步。抗辐射加固技术和器件的应用，能够确
保在航天极端条件下，电子设备的稳定运行和数据传输的准确性，从而极大地提
升了系统的可靠性和安全性。

三、首次提出面向宽禁带半导体器件的辐射机理与表征方法；项目成果为宽
禁带半导体器件在极端环境下的应用奠定了坚实的理论基础。此次提出的辐射机
理与表征方法，通过深入探究宽禁带半导体材料在辐射作用下的微观结构变化、
载流子输运特性以及缺陷产生与演化规律，揭示了辐射对器件性能影响的本质。
同时，结合先进的实验技术和数据分析方法，实现了对宽禁带半导体器件辐射效
应的精准表征，为评估器件在辐射环境下的可靠性、优化器件设计以及开发新型
抗辐射器件提供了科学依据和技术支撑。

四、制备的抗辐射 SiC、GaN 器件达到任务书要求指标为宽禁带器件实现宇航
应用解决了关键技术瓶颈问题，达到国际领先水平。

项目成果的实现，不仅意味着我国在宽禁带半导体器件的抗辐射技术方



面取得了重大进展，更为宇航电子系统的升级换代提供了有力的技术支撑。随着
这些高性能抗辐射器件的广泛应用，宇航探测、卫星通信、深空导航等领域的电
子设备性能将得到显著提升，为我国的航天事业以及全球航天科技的发展注入新
的活力。


